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Плътност на тока 

2 

Плътност на тока J в проводника - електрическият 

ток, който преминава през единица напречно сечение 

S на проводника.  

 

p-n преход в право включване: 

p-n преход в обратно включване: 

IS  - ток на насищане (обратен ток на p-n прехода) 

                                      IS= A · JS 

JS – плътност на тока на насищане. Определя се от 

степента на легиране на емитерната и базовата 

области ND и NA,  дифузната дължина на 

токоносителите и от други конструктивно -

технологични параметри: 

 

 

A- площ на прехода. 



Просто токово огледало 

3 

- В една интегрална схема всички еднотипни транзистори са произведени 

едновременно върху една подложка, което означава, че стойностите на 

конструктивно-технологичните им параметри са почти еднакви. Това 

определя еднакви стойности на плътността на тока за тези транзистори:  

                                                     (JSR=JSO=JS). 



Просто токово огледало 
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Благодаря за вниманието! 


